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특허청  

청 항 1 

삭

청 항 2 

층  복  DRAM, 시험 치에 는 어도 어드 , 커맨드   상  복  DRAM에 시

는  단 , 상  복  DRAM과 상   단  사 에 치   칩  포함하고,

상  복  DRAM  상   칩  지에 실 하여 루어지는 DRAM 층 지 ,

상   칩에는,

상   단  는 어드   커맨드에 하여 트 드  검 하는 트 드 검  

, 상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리 믹  생 , 상  알고리 믹 

생 에  생  시험  어드 , 커맨드    얻는 가  갖는 트 ,

상   단  는 어드 , 커맨드    상  복  DRAM에  경  상  

트  상  가  얻어지는 어드 , 커맨드    상  복  DRAM에  경

상  트  상  트 드 검   어에 하여 하는  포함하는 것  특

징  하는 DRAM 층 지.

청 항 3 

삭

청 항 4 

층  복  DRAM, 시험 치에 는 어도 어드 , 커맨드   상  복  DRAM에 시

는  단 , 상  복  DRAM과 상   단  사 에 치   칩  포함하고,

상  복  DRAM  상   칩  지에 실 하여 루어지는 DRAM 층 지 ,

상   칩에는, 상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리 믹  생 ,

상  알고리 믹  생 에  생  시험  상  복  DRAM에 가하는 가 , 상  복

DRAM  답 신  상  시험 에  치  비 하여 하는 비 , 상  비 에

비  결과가 치 었  경우에, 상  복  DRAM  한 어드 들  하는  어드  리

 갖는 트  포함하고, 

상  트 에는, 상   어드  리에   어드  해 하여 해야 할 어드

산 하는  어드  해 , 그  어드  해 에  산  해야 할 어드  상  알고리

믹  생 에  생 는   상  시험 에 삽 하는  어드  삽 , 상  복

 DRAM ,  상  DRAM  특 하는 칩 택 신  그 DRAM에 가하는 칩 트   갖는 것

 특징  하는, 

DRAM 층 지.

청 항 5 

층  복  DRAM, 시험 치에 는 어도 어드 , 커맨드   상  복  DRAM에 시

는  단 , 상  복  DRAM과 상   단  사 에 치   칩  포함하고,

상  복  DRAM  상   칩  지에 실 하여 루어지는 DRAM 층 지 ,

상   칩에는,

상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리 믹  생 , 상  알고리 믹  

생 에  생  시험  상  복  DRAM에 가하는 가 , 상  복  DRAM  답 신
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 상  시험 에  치  비 하여 하는 비 , 상  비 에  비  결과가 치 었

 경우에, 한 어드  하는  어드  리 , 상   어드  리에   어

드  해 하여  어드  산 하는  어드  해 , 상   어드  해 에  산

해야 할 어드  상  알고리 믹  생 에  생    상  시험 에 삽 하

는  어드  삽 , 상  복  DRAM ,  상  DRAM  특 하는 칩 택 신  그 DRAM에 

가하는 칩 트  갖는 트  포함하는 것  특징  하는 DRAM 층 지.

청 항 6 

5항에 어 ,

상  가 는, 상   어드  삽  어드 , 커맨드   어하는  에 블 

 상  알고리 믹  생    어하는  에 블  하고,

상  트 에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여  트 드  검

하는 트 드 검  , 상  트 드 검  에   트 드  검 하   상  

  시험  상  DRAM에 가할지  여 에 라  상  칩 트 , 상   에 블

  상   에 블  어하는  어  포함하는 것  특징  하는 DRAM 층 지.

청 항 7 

4항 또는 5항에 어 ,

상   어드  해 는, 상   어드  리에   어드  상  DRAM  얻어지

는  보  비 하여  가   행하고,

상  알고리 믹  생 는, 상   어드  해  얻어지는  가   결과  상  

어드  해 에  산  해야 할 어드 에 해 상    생 하는 것  특징  하는 DRAM

층 지.

청 항 8 

2항 또는 5항에 어 ,

상  트 에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여 트 드  검 하는

트 드 검   포함하고,

상   칩에는, 상   단  는 어드 , 커맨드    상  복

DRAM  경 , 상  트  상  가  시험  얻어지는 어드 , 커맨드 

  상  복  DRAM  경  상  트 드 검   어에 하여 하

는  포함하는 것  특징  하는 DRAM 층 지.

청 항 9 

층한 복  DRAM과, 시험 치가 는 어도 어드 , 커맨드     단  사

에  칩  치하고,

상  복  DRAM과 상   칩  지에 실 하여 하 ,

상  시험 치  상   단 에 는 시험  상  복  DRAM에 가하는 가 단과, 상

복  DRAM  답 신  상  시험 에  치  비  하는 비  상  

칩 내에 치하고,

상   칩  개재하여 상  DRAM  시험하도  한 것  특징  하는 DRAM 층 지.

청 항 10 

2항, 4항, 5항, 6항  어느 한 항  DRAM 층 지  에 복 개 탑재하여 한 것  특징

 하는 DIMM(Dual in-line Memory Module).
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청 항 11 

DRAM 층 지  에 복 개 탑재하여 한 DIMM ,

시험 치에 는 DIMM   단  는 에 해 상  DIMM    상  는

DRAM 층 지  특 하도  한 것  특징  하는 DIMM.

청 항 12 

11항에 어 ,

상  DRAM 층 지는, 2항, 4항, 5항, 6항  어느 한 항  DRAM 층 지  것  특징  하

는 DIMM.

청 항 13 

층한 복  DRAM과  칩  지에 실 하여 DRAM 층 지  하는 1  공  - 상

 칩  트  포함함 - ,

상  1  공 에   DRAM 층 지  상태  지  단  시험 치에 하여 상  

 칩  개재한 상  DRAM  동  시험  상   칩  개재한 상  DRAM   시험  행

하는 1 시험 공 ,

상  1  공 에   DRAM 층 지  에 복 개 탑재하여 DIMM  하는 2  공 ,

상  2  공 에   DIMM  상태  DIMM   단  상  시험 치에 하여 각 DRAM 층 

지에 하여 DRAM  동  시험   시험  행하는 2 시험 공

 포함하는 것  특징  하는 도체  .

청 항 14 

13항에 어 ,

상  1  2 시험 공 에 , 상   시험  행한 후에, 재  상  

DRAM  동  시험  행하는 것  특징  하는 도체  .

  

 상 한 

     

        래  문헌 보

[특허 문헌1] 특개2001-35188  공보<52>

         하는   그 야  래

본 , DRAM 층 지, DIMM  들  시험   도체  에 한 것 다.<53>

래  도체 치  시험 는, 특허 문헌1  알  다.  그 특허 문헌1에는, 칩 상에 각각 독립<54>

하여 액 하는 것  가능한 DRAM  어도 3개 상 탑재 , 그 3개 상  DRAM  어도 1개가 다

DRAM과 억 량  상 하는 도체 치  시험 에 , 각 DRAM에 하여 각각 독립  시험  어드  신

 하여 각 DRAM  시험  행할 , 시험 시간  가   DRAM  한 다  DRAM  어도 2개  DRAM

 시리얼  시험  행함과 함께,  시리얼 시험에 평행하여 상  시험 시간  가   DRAM  러럴  시험

 행하는 것  재 어 다.

         루고  하는  과
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리 I/O  고 에 하여   에  가능한 리 가 감 하고 다.  1Gbps  도<55>

 겨냥한 리 I/O에 는,  사 등에 한 신  질에  향  감하  해 포 트  포

트  본 , PC  마   리 슬  1슬 만  다.   문에, 리 커는 DRAM

칩  층하는 등  고 도 실 에 해 억 량  타사에 별  도 하는 것  필  다.

그러 , 1Gbps 후  고  DRAM  층에 는,  칩  개재하여  단  DRAM  하여, 어드<56>

  커맨드   단 ,     단 에 는 칩  1개  칩  한다.  에 

해, 어드 , 커맨드,    주  1칩 과 동등하게 지    문에, 

칩  개재가 가결해지지만, 상  래 에 는  에 하여 고 어 지 않았다.

본  , 상  과  해결하  해, 도체 시험 치  고  DRAM 층 지에 하여 시험<57>

/또는  가능하게 한 DRAM 층 지, 그 시험      도체   공하는 것

에 다.

또한, 본  다  , DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM  시험 /또는  가능하게<58>

한 DIMM, 그 시험      도체   공하는 것에 다.

       

상   달 하  해, 본 , 층한 복  DRAM과 시험 치가 는 어도 어드 , 커맨드<59>

    단  사 에  칩  치하여, 상  복  DRAM과 상  

칩  지에 실 하고, 상  지  상  어드 , 커맨드    상   단 에 시험

치  하 , 상  시험 치  상  지  상   단 에 상  DRAM  시험하  한 시험 

 가하고, 상  지 내  상  DRAM  답 신  치  비  함 , 상  지 내

 상   칩과 상  DRAM 사  상  어드  신 , 상  커맨드  신 ,  상  

신   시험하는 것  특징  하는 DRAM 층 지  시험  공한다.

또한, 본 , 층  복  DRAM, 시험 치에 는 어도 어드 , 커맨드   그 복<60>

DRAM에 시 는  단 , 그 복  DRAM과 그  단  사 에 치   칩  포함하고,

상  복  DRAM  상   칩  지에 실 하여 루어지는 DRAM 층 지에 어 , 상  

 칩에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여 트 드  검 하는 

트 드 검   상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리 믹  생  그 알

고리 믹  생 에  생  시험  어드 , 커맨드    얻는 가  갖

는 트 , 상   단  는 어드 , 커맨드    상  복  DRAM에

경  상  트  상  가  얻어지는 어드 , 커맨드    상  복

DRAM에  경  상  트  상  트 드 검   어에 하여 하는 

포함하는 것  특징  하는 DRAM 층 지 다.

또한, 본 , 상   칩에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여 <61>

트 드  검 하는 트 드 검   상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고

리 믹  생  그 알고리 믹  생 에  생  시험  어드 , 커맨드   

 얻는 가  갖는 트 , 상   단  는 어드 , 커맨드   

 상  복  DRAM에  경  상  트  상  가  얻어지는 어드 , 커맨드 

  상  복  DRAM에  경  상  트  상  트 드 검   어에

하여 하는  포함하는 것  특징  한다.

또한, 본 , 상   칩에는, 상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리<62>

믹  생 , 그 알고리 믹  생 에  생  시험  상  복  DRAM에 가하는 가 

, 상  복  DRAM  답 신  상  시험 에  치  비 하여 하는 비 , 그

비 에  비  결과가 치 었  경우에, 한 어드  하는  어드  리  갖는 

트  포함한 것  특징  한다.

또한, 본 , 상  트 에는, 또한, 상   어드  리에   어드  해 하여<63>

해야 할 어드  산 하는  어드  해 , 그  어드  해 에  산  해야 할

어드  상  알고리 믹  생 에  생 는   상  시험 에 삽 하는  어

드  삽 , 상  복  DRAM ,  상  DRAM  특 하는 칩 택 신  그 DRAM에 가하는 칩
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트  갖는 것  특징  한다.

또한, 본 , 상   칩에는, 상  복  DRAM  시험하  한 시험  생 하는 알고리<64>

믹  생 , 그 알고리 믹  생 에  생  시험  상  복  DRAM에 가하는 가 

, 상  복  DRAM  답 신  상  시험 에  치  비 하여 하는 비 , 그

비 에  비  결과가 치 었  경우에, 한 어드  하는  어드  리 , 그 

어드  리에   어드  해 하여  어드  산 하는  어드  해 , 그 

 어드  해 에  산  해야 할 어드  상  알고리 믹  생 에  생   

 상  시험 에 삽 하는  어드  삽 , 상  복  DRAM ,  상  DRAM  특 하

는 칩 택 신  그 DRAM에 가하는 칩 트  갖는 트  포함한 것  특징  한다.

또한, 본 , 상  가 는, 상   어드  삽  어드 , 커맨드   어하는<65>

 에 블  상  알고리 믹  생    어하는  에 블 

하고, 상  트 에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여  트

드  검 하는 트 드 검  , 그 트 드 검  에   트 드  검 하  

상    시험  상  DRAM에 가할지  여 에 라 상  칩 트 , 상   

에 블   상   에 블  어하는  어  포함한 것  특징  한다.

또한, 본 , 상   어드  해 는, 또한, 상   어드  리에   어드<66>

상  DRAM  얻어지는   보  비 하여   가   행하 ,  상  알고리 믹  

생 는, 상   어드  해  얻어지는  가   결과  상   어드  해 에

산  해야 할 어드 에 해 상    생 하는 것  특징  한다.

또한, 본 , 상  트 에는, 상   단  는 어드   커맨드에 하여 <67>

트 드  검 하는 트 드 검   포함하고, 상   칩에는, 상   단  

는 어드 , 커맨드    상  복  DRAM에  경  상  트  상  가 

 시험  얻어지는 어드 , 커맨드    상  복  DRAM에  경  상  트

드 검   어에 하여 하는  포함하는 것  특징  한다.

또한, 본 , 층한 복  DRAM과 시험 치가 는 어도 어드 , 커맨드   <68>

 단  사 에  칩  치하여, 상  복  DRAM과 상   칩  지에 실 하여

하고, 상  시험 치  상   단 에 는 시험  상  복  DRAM에 가하는 가 

단과, 상  복  DRAM  답 신  상  시험 에  치  비  하는 비  상

 칩 내에 치하고, 상   칩  개재하여 상  DRAM  시험하도  한 것  특징

하는 DRAM 층 지 다.

또한, 본 , 상  DRAM 층 지  복 개 에 탑재하여 한 것  특징  하는 DIMM 다.<69>

또한, 본 , DRAM 층 지  복 개 에 탑재하여 한 DIMM , 시험 치에 는 DIMM<70>

  단  는 에 해 상  DIMM   상  는 DRAM 층 지  특 하도

 한 것  특징  하는 DIMM 다.

또한, 본 , 층한 복  DRAM과  칩  지에 실 하여 DRAM 층 지  하는 1<71>

 공 과, 그 1  공 에   DRAM 층 지  상태  지  단  시험 치에 하

여 상   칩  개재한 상  DRAM  동  시험  상   칩  개재한 상  DRAM  

시험  행하는 1 시험 공 과, 상  1  공 에   DRAM 층 지  복 개  에 탑재하여

DIMM  하는 2  공 과, 그 2  공 에   DIMM  상태  DIMM   단  시험 치

에 하여 각 DRAM 층 지에 하여 DRAM  동  시험   시험  행하는 2 시험 공  갖는

도체  다.

본 에 하 , 다   어느 하  과  얻   다.<72>

(1) DRAM 층 지  시험 /또는 가 가능하게 다.<73>

(2) DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM  시험 /또는 가 가능하게 다.<74>

(3)  트에 한  칩과 DRAM 사  어드 , 커맨드,  신    가능하<75>
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게 다.

(4) DRAM 층 지  시험에 도 동 한 치에 해, 별 검사   리가 가능하게 다.<76>

(5) DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM  시험에 도 동 한 치에 해, 별 검사   리<77>

가 가능하게 다.

(6) 징 후에  리  행함 , DRAM 층 지에   하  지할  어, DRAM 층 <78>

지   가격  감할  다.

(7) DIMM 립 후에  리  행함 , DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM에 도  <79>

하  지할  어, DIMM   가격  감할  다.

본 에  DRAM 층 지, DRAM 층 지  시험 , 복 개  DRAM 층 지  에 탑재<80>

한 DIMM(Dual in-line Memory Module), DIMM  시험   도체   실시 태에 하여 도

하여 한다.

[ 1 실시 태]<81>

본 에  1 실시 태  DRAM 층 지  시험 에 하여 한다.<82>

우 ,  본  에  1  실시  태 ,  DRAM  층  지 내   칩과 DRAM  사  어드 ,<83>

커맨드,  신  (  )  시험하는  트에 한 시험 에 하여 도 1∼도 4  

하여 한다.

도 1  DRAM 층 지(3)   들  4층 층 지  한 트  개략  도시한 것 다.  본<84>

에  DRAM 층 지(3)는, 복  DRAM(4)  층한 것과, 시험 치(1)가 는  단

하는 칩  1칩  하  한  칩(2)  1개  지에 실 하여 다.  그리고, DRAM 층

지(  들  4층 층 지)(3)  어드 , 커맨드     단 (51∼56)에 시험 

치(1)  하고, 시험 치(1)  그 지   단 (51∼56)에 가  DRAM  시험하  한 시험 

  칩(2)  지 내  DRAM(4)에 가하고, 그 DRAM(4)  답 신  상  시험

에  한  치  비 (57)에  비 함 ,  지  내   칩(2)과  DRAM(4)  사

어드 , 커맨드,  신  (  )  시험한다.  그 ,  칩(2)과 DRAM(4) 사

 시험하  해 ,  동   가능하  다.

하, 도 2∼도 4  하여  시험  1∼ 3 실시 에 하여 한다.<85>

도 2는 본 에  도체 시험 치에  는  트에 한  시험  1 실시 ,<86>

(a)는  비트   시험  타내고, (b)는 어드  비트   시험  타낸다.

 비트   시험 , 어드  X0에  H'00(16진 )  라 트하고, 어드  X0  리드한다.  다<87>

, 어드  X0에  H'01(16진 )  라 트하고, 어드  X0  리드한다.  후, 어드  X0에 

  비트  시프트한 값  라 트하고, 어드  X0  리드한다.  가 H'80(16진 )(

비트 폭) 지 도달하 ,  시 , 상  마 가지   복한다.  러한 시험  시험 

치(1)  지   단 (51, 53)에 가함 ,  칩(2)  개재하여 지 내  DRAM에 

가하고, 그 DRAM(4)  답 신 (어드  X0  리드)  치(H'00∼H'80)  비 (57)에  비 하

여, 치한 경우에는  OK, 치한 경우에는  NG  단한다.

어드  비트   시험 , 어드  X0에  H'00(16진 )  라 트하고, 어드  X0 에 <88>

H'FF(16진 )  라 트하 , 어드  X0  리드한다.  다 , 어드  X1에  H'00(16진 )  라 트

하고, 어드  X1 에  H'FF(16진 )  라 트하 , 어드  X1  리드한다.  후, X2∼Xn 지 상

 마 가지   복한다.  러한 시험  시험 치(1)  지   단 (51, 53)에 가

함 ,  칩(2)  개재하여 지 내  DRAM에 가하고, 그 지 내  DRAM(4)  답

신 (어드  Xt=X0∼Xn  리드)  치(H'00)  비 (57)에  비 하여, 치한 경우에는  OK, 

치한 경우에는  NG  단한다.

도 3  본 에  도체 시험 치에  는  트에 한  시험  2 실시 ,<89>

(a)는 커맨드 비트(/RAS, /CAS, /WE)   시험  타내고, (b)는 커맨드 비트(/CS)  럭(CKE)  

 시험  타낸다.

- 8 -

등록특허 10-0814178



커맨드 비트(/RAS, /CAS, /WE)   시험 , 어드  X0∼Xmax에  H'00(16진 )  라 트하고, 어드<90>

 X0  리드한다.  다 ,  하여, 어드  X0∼Xmax에 한  라 트하고, 어드

X0  리드한다.  러한 시험  시험 치(1)  지   단 (51∼53)에 가함 , 

 칩(2)  개재하여 지 내  DRAM에 가하고, 그 지 내  DRAM(4)  답 신 (어드

X0  리드)  치(H'00)  비 (57)에  비 하여, 치한 경우에는  OK, 치한 경우에는  NG

 단하고, 그 단 결과(  결과)   칩(2)  시험 치(1)에 다.

커맨드 비트(/CS)  럭(CKE)   시험 , 어드  X0∼Xmax에  H'00(16진 )  라 트하고, 어드<91>

 X0∼Xmax에  H'FF(16진 )  라 트한다.  다 , 어드  X0  리드한다.  그 후,  

하여, 상  마 가지   복한다.  러한 시험  시험 치(1)  지  단 (51∼54)에

가함 ,  칩(2)  개재하여 지 내  DRAM에 가하고, 그 지 내  DRAM(4)

답 신 (어드  X0  리드)  치(H'00)  비 (57)에  비 하여, 치한 경우에는  OK, 치

한 경우에는  NG  단한다.  커맨드 비트   시험 , 본  다  트  어(ACTV, NOP,

READ, WRITE 등)가 능함    가능하다.

도 4는 본 에  도체 시험 치에  는  트에 한  시험  3 실시 ,<92>

럭(/CLK)과 DQ 어(/DQS, RDQS, /RDQS)   시험  타낸 것 다.

럭(/CLK)과  DQ  어(/DQS,  RDQS,  /RDQS)   시험 ,  어드  X0에  트마다 각각,  트1에는<93>

H'00(16진 ),  트2에는 H'FF(16진 ),  트3에는 H'00(16진 ),  트4에는 H'FF(16진 )  

라 트하고, 어드  X0  리드한다.  그 후,  하여, 상  마 가지   복한다.  

같  고   한 타  엄격한  시험 치(1)  지   단 (51∼54)에 

가함 ,  칩(2)  개재하여 지 내  DRAM에 가하고, 그 지 내  DRAM(4)  

답 신 (어드  X0  리드)  치(H'00)  비 (57)에  비 하여, 치한 경우에는  OK, 치한

경우에는  NG  단한다.

상에 해,  트에 한  칩(2)과 복  DRAM(4) 사  어드 , 커맨드   신<94>

  시험(   시험)  행하는 것  가능하다.

다 ,  칩(2)  개재한 DRAM 층 지(  들  4층 층 지)  시험   실시<95>

에 하여 도 5∼도 9  하여 체  한다.

도 5는 본 에  1Gbps 후  고  DRAM  층 지  시험 /또는 에  가결한 <96>

칩(2)    실시 태  타낸 것 다.  본 에   칩(2)에는, 지  단 (51)

 어드  비트  (A15, A14)  드하여 칩 택 신  생하는 CS 생 (5) , 트

(8) , 그 트 (8) 내에 치  트 드 검  (22)  트  동 (23) 또

는 트  료 (24)에 해, 지  단 (51∼56)  어드 , 커맨드   

과 트 (8)  어드 , 커맨드    경  하는 (6)  포함하여 

다.   상  트  (8)는,  지   단 (51,  52)  어드 (A13-A0),  커맨드(/CS,  /RAS,

/CAS, /WE)에 해 트 드  검 하는 트 드 검  (22) , CS 생 (5)  칩 택 신

 트 드 검  (22)  CS  (31)에 해 DRAM  칩 트  어하는 칩 트 

(19) , 상  트 드 검  (22)  트 타트 (26)에 해 트 타트  어하는

트 타트 어 (13) , 상  트 드 검  (22)  트 료 (25)에 해 트 

료  어하는 트 료 어 (12) , 상  트 드 검  (22)  시험  드 (27)에

해, 트럭  리(11)에  시험 치(1)  어드 , 커맨드에  시험 ( )  

어하는  어 (14) , DRAM(4)  시험하  한 시험  생 하여, DRAM(4)에 가( 여)하는 알고

리 믹  생 (10) , DRAM(4)  답 신  시험 에  치  비 하는 비 (18) ,

비  결과가 치 었  경우에  어드  하는  어드  리(17) , 트 료 어

(12)  트 료  트 드 검  (22)  결과  (29)에 해  어드  해

(16)   어드    결과   신 에 해 지  단 (53)  개재하여 시험 

치(1)에 하는 결과 (9)  갖는다.

하,  칩(2)    에 하여 한다.  , DRAM(4)  시험하는 경우, 우  트 <97>

동(23)  어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 

드  식별하 , (6)  트 측  한다.  그 후, 시험  드(27)  어드 , 커맨드
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한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 드  식별하 ,  어 (1

4)  어에 해 트럭  리(11)에 시험 치(1)   시험  한다.  그 후, 트

타트(26)  어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 (22)가 그 트 드  식

별하 , 트 타트 어 (13)  어에 해 트가 타트한다.  시험 , 시험 에  규칙

 어드   DRAM(4)에 하는 시험 , · 독 동  시  한 어 신  루어지 ,

알고리 믹  생 (10)  DRAM(4)에 가 다.  우 ,  1개  어드 에 하여  어 신

(라 트 커맨드)  함께 '1' 또는 '0'   가하여 DRAM(4)에   행하고, 다   행

한 1개  어드  독 어 신 (리드 커맨드)  가하 , DRAM(4)  ( 답 신 )가 

 문에,  ( 답 신 )  독하여,   행한 ( 치)  비 (18)에 해 비 하

여 치 또는 치   행한다.  것  DRAM(4)  든 어드 에 하여 행하여, DRAM(4)  양 (

치/ 치)  행한다.  상에 해,  칩(2)  개재한 4층 층 지  시험  행하는 것

가능하게 다.

트 료(25)는 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 <98>

트 드  식별하 , 트 료 어 (12)가 트 드 에 해   간격  트럭

리(11)  니 링하고, 트 료  검 하 다  결과 (9)에 그것  달하 , 결과 (9)는

에 해 지  단 (53)에 한다.  트  료(24)는 어드 , 커맨드  한 

트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 드  식별하 , (6)  지 

단 측  한다.

결과 (29)는 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 <99>

트 드  식별하 ,  어드  리(17)에 어 는  어드   결과  결과 (9)

에 달하고, 결과 (9)는 에 해 지  단 (53)에 한다.  상    에 

해,  칩(2)  개재한 DRAM 층 지(3)  시험  행하는 것  가능하게 다.

다 , 트 (8)  어 에 하여 도 6∼도 9  하여 한다.<100>

도 6  트 (8)  어  1 실시  도시한 것 , (a)는 트  동(23)  타내는<101>

트 드 , (b)는 트  료(24)  타내는 트 드 다.

트  동(23) , 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS(Mode Resister Set)<102>

커맨드 시  어드 , 트  동  미하는  들  (0FF)H  한다.   어드  신규  

트 드 드(  들  (0FF)H)  가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드  

트  동  것  식별하고, 트 (8)  어  행한다.   트 드 에 해, 

(6)는 트 측  다.

트  료(24)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드<103>

 트  료  미하는  들  어드  A7  '0'  한다.   어드  커맨드 , 

트 드 검  (22)가 트  료  것  식별하고, 트 (8)  어  행한다.   트

드 에 해, (6)는 지  단 측  다.

도 7  트 (8)  어  2 실시  도시한 것 , 트 (8)에  시험  드(27)<104>

타내는 트 드 다.  트 (8)에  시험  드(27)는, 어드 , 커맨드,  한 

트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드  트 (8)  트럭  리 어드  

 미하는  들  (0FE)H  한다.  다  MRS 커맨드 시  어드  트 (8)  트럭  

리(11)에 (시험 )  라 트하고, 어드  리 트하는 것  미하는 (0FD)H  한다.  트

럭  리(11)에 하는 는   시험 치(1)  (DQ0∼DQ7)  사 하여 실시한다.

 어드  신규  트 드 드(  들  (0FE)H, (0FD)H)  가한다.  트 드 검  (2

2)는, 어드  커맨드  트 에  시험  드  것  식별하고, 트 (8)   어

(14)  어  행한다.   트 드 에 해 트럭  리에 시험  한다.

도 8  트 (8)  어  3 실시  도시한 것 , (a)는 트 타트(26)  타내는 <105>

트 드 , (b)는 트 료(25)  타내는 트 드 다.

트 타트(26)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS(Mode Resister Set) 커맨<106>

드 시  어드 , 트 타트  미하는  들  (0FC)H  한다.   어드  신규  트 드
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드(  들  (0FC)H)  가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드  트 타트

 것  식별하고, 트 (8)  트 타트 어 (13)  어  행한다.   트 드 에

해, 트 타트 어 (13)가 트  타트시 다.

트 료(25)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드 ,<107>

트 료  미하는  들  (0FB)H  한다.   어드  커맨드    간격  행한다.  

어드  신규  트 드 드(  들  (0FB)H)  가한다.  트 드 검  (22)는, 어드

 커맨드  트 료  것  식별하고, 트 (8)  트 료 어 (12)  어  행한다.

 트 드 에 해, 트 료 어 (12)가 트럭  리(11)  트 드에 해 해진

간격  니 링하여 트 료  검 하고, 결과 (9)에 한다.

도  9는  트  (8)  어   4  실시  도시한  것 ,  결과  (29)  타내는  트<108>

드 다.  결과 (29)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드

, 결과  미하는  들  (0FA)H  한다.   어드  신규  트 드 드(  들

(0FA)H)  가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드  결과  것  식별하고,

트 (8)   어드  해 (16)  어  행한다.   트 드 에 해,  어드  해

(16)는  어드 라는  결과  결과 (9)에 한다.

다 , 본 에  1 실시 태 ,  칩(2)  개재한 DRAM 층 지   에 하<109>

여 도 5  도 10, 도 11  하여 한다.

본 에   칩(2)에는, 도 5에 도시한  같 , 또한, DRAM 층 지   에 한<110>

, 또한, 비 (18)에  비  결과가 치 었  경우에  어드  하는  어드

 리(17) , 트 드 검  (22)   리 (30)에 해  어드  리에 

  어드  해 하여  어드  산 하는  어드  해 (16) , 해야 할 어드

시험 (  )에 삽 하여 DRAM(4)에 가하는  어드  삽 (32) , CS 생 (5)

칩 택 신  트 드 검  (22)  CS  (31)에 해   가하는 칩 트

 어하는 칩 트 (19) , 알고리 믹  생 (10)   어드  삽 (32)  얻어지는

  어드 , 커맨드   어하는  에 블 (20) , 알고리 믹  생 (10)에

생 하여 얻어지는     어하는  에 블 (21) , 트 드 검  

(22)   개시 (28)에 해, 알고리 믹  생 (10)에  생    DRAM에 가할

 도  칩 트 (19),  에 블 (20),  에 블 (21)  어하는  어 (15)

 갖는다.

하    에 하여 한다.<111>

DRAM(4)  시험  하는 경우, 우 , 트  동(23)  어드 , 커맨드  한 트 드에 <112>

해  행하고,  트  드  검  (22)가  그  트  드  식별하 ,  (6)  트  측

한다.  그 후, 시험  드(27)  어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드

검  (22)가 그 트 드  식별하 ,  어 (14)  어에 해 트럭  리(11)에 시험 

 한다.  그 후, 트 타트(26)  어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트

드 검  (22)가 그 트 드  식별하 , 트 타트 어 (13)  어에 해 트가 타트한

다.  다 , 시험 에  규칙  어드   DRAM(4)에 하는 시험 , · 독 동

시  한  어  신 에  하여,  알고리 믹  생 (11)  시험   DRAM(4)에  가한다.

우 ,  1개  어드 에 하여  어 신 (라 트 커맨드)  함께 '1' 또는 '0'   가하

여 DRAM(4)에   행하고, 다   행한 1개  어드  독 어 신 (리드 커맨드)  

가하 , DRAM(4)  ( 답 신 )가  문에,  ( 답 신 )  독하여,  

 행한 ( 치)  비 (18)에 해 비 하여 치 또는 치   행한다.  것  DRAM(4)

든 어드 에 하여 행하여, DRAM(4)  양 ( 치/ 치)  행한다.

여 , 하 라도 치  는 어드 가 었  경우, 통상 , DRAM(4) , 량  지만,<113>

 하  지하  한  리  행하는 경우,   어드 값   어드  리(17)에

억해 다.   한 어드 값에 하여  행하  해 는,  리 (30)  어드 , 커

맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 드  식별하 ,  

리 (30)   어드  해 (16)에 보내고,  어드  해 (16)가 한 어드 값에 하여
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실   행해야 할 어드  산   DRAM(4)  독한  보(결함    하여

 할  는지  보)  비 하여  가   행한다.  알고리 믹  생 (10)는,  어

드  해 (16)에    가   결과   어드 에 해, DRAM(4)에 가하는  

생 하고,  어드  삽 (32)에 해 해야 할 어드  시험 (  )에 삽 한다.  

개시(28)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트

드  식별하 ,  개시 (28)   어 (15)에 보낸다.   어 (15)는, 알고리 믹  생

(10)   어 신  트 드 검  (22)   개시 (28)에 해, DRAM(4)에

  가할지  여  단한다.  그   가하는 경우에는, 칩 트 (19),  에

블 (20),  에 블 (21) , 각각 칩 택 신 , 어드   커맨드, 가 어

DRAM(4)에 가 다.

다 ,  보  독  에 하여 한다.   보  독에는, 우  4층 층 지(3) 내<114>

 1개  DRAM  어드  A15, A14에 한 칩 택 신 에 해 택한다.  다 , 시험 치(1)  

 칩(2)  개재하여 트 드 엔트리하  한  DRAM(4)에 가한다.  DRAM(4)  트 드

엔트리  가   (도시 생략)가 어, (6)가 트 드  다.  다 ,

 에 블 (20)   보  독하  한 커맨드  가하 , DRAM(4)   보가 

다.  것  DRAM 층 지(3) 내  4개  DRAM(4) 에 하여 행하고,  어드  해 (16)는

DRAM 4개   가   리  행한다.

는, 우  DRAM 층 지(4층 층 지)(3) 내  DRAM   상  DRAM  어드  A15, A14<115>

에 한 칩 택 신 에 해 택한다.  다 , 시험 치(1)   칩(2)  개재하여 트

드에 엔트리하  한  DRAM(4)에 가한다.  DRAM(4)  트 드 엔트리  가 ,  

(도시 생략)가 어, (6)에 해 트 드  다.  다 , 알고리 믹  생

(10)   에 블 (20)  개재하여  행하는 커맨드  함께 시 는 어드  가하

DRAM(4)에 내   (도시 생략)에 해, 결함    치 하여  행한다.

트 료(25)는 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 <116>

트 드  식별하 , 트 료 어 (12)가 트 드 에 해   간격  트럭

리(11)  니 링하여, 트 료  검 하 다  결과 (9)에 그것  달하고, 결과 (9)는

에 해 지  단 에 한다.  트  료(24)는 어드 , 커맨드  한 트

드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 드  식별하 , (6)  지  단

측  한다.

상  에 해,  칩(2)  개재한 DRAM 층 지(3)  가 가능하다.<117>

다  도 10, 도 11  하여,  실시 시  트  어 에 하여 한다.  <118>

도 10   실시 시  트  어  1 실시  도시한 것 , (a)는  개시(28)  타<119>

내는 트 드 , (b)는  리(30)  타내는 트 드 다.

 개시(28)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드 , <120>

 개시  미하는  들  (0F9)H  한다.   어드  신규  트 드 드(  들  (0F9)H)

가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드   개시(28)  것  식별하고, 트 

(8)  어  행한다.   트 드 에 해,  어 (15)는, 칩 트 (19),  에 블

(20)   에 블 (21)  어  행한다.

 리(30)는, 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어드 , <121>

 리  미하는  들  (0F8)H  한다.   어드  신규  트 드 드(  들  (0F8)H)

가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드   리  것  식별하고, 트 

(8)  어  행한다.   트 드 에 해,  어드  해 (16)가 한 어드 값에 하

여 실   행해야 할 어드  산 하고, 그 산 한 실  해야 할 어드  보  DRAM

 독한  보  비 하여  가   행한다.

도 11   실시 시  트  어  2 실시  도시한 것 , CS (31)  타내는 <122>

트 드 다.  CS (31) , 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 실시한다.  MRS 커맨드 시  어

드 , CS  미하는  들  (0F7)H  한다.   어드  신규  트 드 드(  들
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(0F7))  가한다.  트 드 검  (22)는, 어드  커맨드  CS (31)  것  식별하고,

트 (8)  칩 트 (19)  어  행한다.   트 드 에 해, CS0∼CS3  택하

는 것  가능하게 다.

 같  CS  트 드  함 , DRAM 층 지(3) 내  든 DRAM(4)  하여 하는<123>

것도 가능하다.

[ 2 실시 태〕<124>

다 , 본 에  2 실시 태  복 개  DRAM  층 지  에 탑재한 DIMM(Dual  in-line<125>

Memory Module)  시험 에 하여 한다.

우 , 본 에  2 실시 태  DIMM  시험 에 하여 도 5  도 12  하여 한다.<126>

도 12는 DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM(100)  시험    실시 태  도시한 것 다.<127>

본 에  2 실시 태  DIMM(100) , 도 5에 도시하는 1 실시 태  는 DRAM 층 지

(3)  복 개 (101)에 탑재하여 다.  DIMM(100)  시험하는 2 실시 태에  1 실시 태  상

하는 , 시험 치(1)  보았    태가 도 12에 도시한  같 , 어드 , 커맨드, ,

럭, DQ 어는, 든 DRAM 층 지(3)에  공통 , 는 DRAM 층 지마다 8비트마다 개별

어 는 다.  그 결과, DRAM 층 지(3)  (101)에 복 개 탑재한 DIMM(100)  시험  1 실시

태  마 가지  행하는 것  가능하게 다.

다 , 본 에  2 실시 태 , 복 개  DRAM 층 지  에 탑재한 DIMM   에<128>

하여 도 5  도 12  하여 한다.

도 12는 DRAM 층 지  에 복 개 탑재한 DIMM     실시 태  도시한 것 다.  본<129>

에  2 실시 태  DIMM(100) , 도 5에 도시하는 1 실시 태  는 DRAM 층 지(3)

복 개 (101)에 탑재하여 다.  DIMM(100)  시험  하는 2 실시 태에  1 실시 태  상

하는 , 시험 치(1)  보았    태가 도 12에 도시한  같 , 어드 , 커맨드,

, 럭, DQ 어는, 든 DRAM 층 지(3)에  공통 , 는 DRAM 층 지마다 8비트마다 개

별  어 고, 또한,  행해야 할 어드 가 DIMM 상   들  32개  DRAM 마다 다  문에, 

 들  32개  1개  DRAM  별하  해 , DRAM 층 지(  들  4층 층 지)(3) 내

 DRAM  별  어드  A15, A14에  행하고, DRAM 층 지(  들  4층 층 지1∼8)(3)  별

 지마다  들  8비트   다   비트(DQ56-DQ63)에 해 행하는 것에 다.

다 , DIMM(100)에   보  독  에 하여 한다.  시험 치(1)   보<130>

독에는, 우  DRAM 층 지(3) 내  1개  DRAM(4)  어드  A15, A14에 한 칩 택 신 에 해 

택한다.  다  DRAM  트 드 엔트리하  한  가한다.  하  DRAM(4)  트

드 엔트리  가 ,  (도시 생략)가 어, (6)에 해 트 드  다.

다 , 알고리 믹  생 (10)   에 블 (20)  통하여  보  독하  한 커

맨드  가하 , 하  DRAM(4)   보가 다.  에 라 각 DRAM 층 지(3)마다 

어드  해 (16)는 한 어드 값에 하여 산 한 실  해야 할 어드  보 , DRAM

 독한  보  비 하여  가   행한다.  그 결과, DIMM(100) 내  32개  DRAM 에

하여  가   리  행하는 것  가능하게 다.

는, 우  시험 치(1)  DRAM 층 지(3) 내  DRAM(4)  어드  A15, A14에 한 칩 택 신<131>

에 해 택한다.  다 , DRAM  트 드에 엔트리하  한  가한다.  DRAM  

트 드 엔트리  가 ,  가 어, (6)에 해 트 드  다.  다

,  행하는 커맨드  함께 시 는 어드  가하  DRAM에 내   에 해, 결함 

   치 하여  행하지만, 어드  공통  문에, 든 4층 층 지에 동 한 어드

가 가 게 다.  라 ,  어 (15)에   니 링하여, 그 값에 해  에 블 

(20)  택 신  어하고,  상  아닌 DRAM에는 NOP 커맨드  삽 하는 능  갖게 한다.  

들 , DRAM 층 지(8)가  상  DRAM  탑재하고 는 경우,  비트 DQ56∼DQ63에 '1'  한

다.  DRAM 층 지(1)가  상  아닌 경우,  비트 DQ0∼DQ7에 '0'  한다.  러한  

 가한다.   비트   어 (15)에  티 링하고, '1'  경우에는,   가하  

해 ,  어 (15)  어에 해,  에 블 (20)는,  행하  한 커맨드  택하여 가
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한다.  또한 가 '0'  경우에는,   가하지 않  문에,  어 (15)  어에 해, 

 에 블 (20)는, NOP 커맨드  택하여 가한다.  상에 해, DIMM 상  32개  DRAM에 하여, 개

별   어드  가하는 것  가능하다.

또한, 상 한 도 11  트 드 ,  니 링 능  함 , DIMM 상  든 DRAM  하여<132>

하는 것도 가능하다.

트 료(25)는 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 <133>

트 드  식별하 , 트 료 어 (12)가 트 드 에 해   간격  트럭

리(11)  니 링하고, 트 료(25)  검 하 다  결과 (9)에 그것  달하 , 결과 

(9)는 에 해 지  단 (53)  경 하여 DIMM  단 (113)에 한다.  트  

료(24)는 어드 , 커맨드  한 트 드에 해 행하고, 트 드 검  (22)가 그 트 드

 식별하 , (6)  지  단 측  DIMM  단 측  한다.

상  에 해, DIMM(100)  가 가능하다.<134>

[ 3 실시 태]<135>

본 에  3 실시 태 , 도체 시험 치  한 DRAM  DIMM  시험 플 우  도체  <136>

에 하여 도 13  하여 한다.  DRAM  DIMM 시험  공 , 우 ,  공 (S131)  료 후에 웨

상태에  프 브 검사  행하고(S132), 여  결함   DRAM에 하여  리(1)가 행하여진다(S133).

그 후,  칩(2)  DRAM(4)  층  행하고(S134), 징 어(S135), 본 에  시험 치에

해 별 검사(1)   리(2)가 행해진다(S136, S137).  그 후, 층 지  DIMM 립  행하여(S138),

본 에  시험 치에  별 검사(2)   리(3)가 행해진다(S139, S140).  DRAM  량   경

우에는, 징 후  별 검사에  치  는 DRAM  어, 치한 DRAM  량  폐 해도 

에 향  없지만, DRAM  량 에 해 DRAM칩 1개당 결함  생하는 비  많아지게  문에, 

량 에 해   하하여, DRAM  가격 가 곤란하게 다.  그 문에, 징(S135) 후  별 검

사(1)   리(2)  DIMM 립(S138) 후  별 검사(2)   리(3)  본  도체 시험 치

행함 , 별 검사   리,  후  재 별 검사가 동  치  가능하게 어, DRAM 층 

지  DIMM 탈거  업  생략할  어, DRAM  가격 가 가능하게 다.  또한, S141  마킹 공 ,

S142는 하 공  타낸다.

도 14는 트 (8)  동  료  어하  한 트 드   시트에  재  도시한 것<137>

다.

     과

본 에 , 도체 시험 치  고  DRAM 층 지에 하여 시험 /또는  가능하게 한<138>

DRAM 층 지, 그 시험      도체   공할  , 또한, DRAM 층 

지  에 복 개 탑재한 DIMM  시험 /또는  가능하게 한 DIMM, 그 시험      도

체   공할  다.

도  간단한 

도 1  본 에  DRAM 층 지   들  4층 층 지  한 트  개략  도시한<1>

도 .

도 2는 본 에   트에 한  시험  1 실시  도시하는 도 , (a)는 <2>

비트   시험  도시하는 도 , (b)는 어드  비트   시험  도시하는 도 .

도 3  본 에   트에 한  시험  2 실시  도시한 도 , (a)는 커맨드 비<3>

트(/RAS, /CAS, /WE)   시험  도시하는 도 , (b)는 커맨드 비트(/CS)  럭 어드 (CKE)  

시험  도시하는 도 .

도 4는 본 에   트에 한  시험  트  3 실시  도시한 도 , 럭<4>

(/CLK)과 어(/DQS, RDQS, /RDQS)   시험  도시한 도 .

도 5는 본 에  DRAM 층 지에   칩    실시 태  도시한 도 .<5>
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도 6  본 에  트  어  1 실시  도시한 도 , (a)는 트  동<6>

트 드  도시하는 도 , (b)는 트  료  트 드  도시하는 도 .

도 7  본 에  트  어  2 실시  시험  드  트 드  도시한 도 .<7>

도 8  본 에  트  어  3 실시  도시한 도 , (a)는 트 타트  <8>

트 드  도시하는 도 , (b)는 트 료  트 드  도시하는 도 .

도 9는 본 에  트  어  4 실시  결과  트 드  도시하는 도 .<9>

도 10  본 에   실시 시  트  어  1 실시  도시한 도 , (a)는 <10>

개시  트 드  도시하는 도 , (b)는  리  트 드  도시하는 도 .

도 11  본 에   실시 시  트  어  2 실시  CS  트 드  도<11>

시하는 도 .

도 12는 본 에  DIMM  시험     실시 태  도시한 도 .<12>

도 13  본 에  DRAM  DIMM  시험 플 우  도체    실시 태  도시한 도 .<13>

도 14는 본 에  트  어하  한 트 드   시트에  재  도시한 도 .<14>

<도  주  에 한  ><15>

1 : 시험 치<16>

2 :  칩<17>

3 : DRAM 층 지(  들  4층 층 지)<18>

4 : DRAM<19>

5 : CS 생 <20>

6 : <21>

8 : 트 <22>

9 : 결과 <23>

10 : 알고리 믹  생<24>

11 : 트럭  리<25>

12 : 트 료 어<26>

13 : 트 타트 어<27>

14 :  어<28>

15 :  어<29>

16 :  어드  해<30>

17 :  어드  리<31>

18, 47 : 비<32>

19, 48 : 칩 트 <33>

20 :  에 블 <34>

21 :  에 블 <35>

22 : 트 드 검  <36>

23 : 트  동<37>

24 : 트  료<38>
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25 : 트 료<39>

26 : 트 타트<40>

27 : 시험  드<41>

28 :  개시<42>

29 : 결과 <43>

30 :  리<44>

31 : CS <45>

32 :  어드  삽<46>

51∼56 : 지  단<47>

57 : 비<48>

100 : DIMM<49>

101 : <50>

111∼117 : DIMM  단<51>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4

    도 5
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    도 6

    도 7
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    도 8

    도 9
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    도 10

    도 11
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    도 12
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    도 13
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    도 14
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